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[序論] 現状の格子整合系Ⅲ-Ⅴ族 4 接合太陽電池は、長波長領域では 1675nm の赤外光までしか吸収す

ることができない．その理由は InP 基板に格子整合したボトムセルである InGaAs のバンドギャップ波

長で吸収端が制約されている為である．量子ドットを太陽電池に導入し光の吸収波長範囲を 1800nm 程

度まで拡げることができれば，さらなる変換効率の向上が期待できる．本研究では量子ドットを導入

した太陽電池を作製し，その吸収波長領域の拡大を試みたのでこれを報告する． 

[方法] 前回，MBE 装置により量子ドット吸収層（InGaAlAs/InAs-QD/InGaAs ＝50nm/6ML/4nm）を 14

周期成長した InGaAs 太陽電池デバイスを作製し報告を行った[1]．今回さらに量子ドット吸収層を増

やし 20 周期成長させた InGaAs 太陽電池デバイスを作製し， Photoluminescence 測定，ソーラーシミュ

レータを用いた 1sun での測定，外部量子効率の測定を行いその特性を評価した． 

[結果と考察] 量子ドット吸収層を増やし 20 周期成長させた量子ドット太陽電池は 14 周期成長させた

量子ドット太陽電池に比べて，吸収波長領域の拡大をより顕著に確認することができた． 

Photoluminescence 測定では，図 1 にみられるように量子ドット吸収波長領域の強度の向上を観察でき

た．また，外部量子効率では，長波長領域の量子効率が 14 周期成長させた量子ドット太陽電池より向

上したことが観察できた（図 2）． 
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図 2 量子ドットを導入した InGaAs 太陽電池の 

外部量子効率測定の比較 

図１ 量子ドットを導入した InGaAs 太陽電池の

Photoluminescence 測定の比較 
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